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経過と目的 我々は CZシリコン結晶中の格子間窒素対(NN)による赤外吸収と SIMSや放

射化分析を検討し窒素濃度測定法規格を制定した[1]。しかし 14乗 cm-3未満の低濃度の CZ

結晶では窒素はNO対を形成し shallow thermal donor (STD)になるためNNの赤外吸収に

よる濃度測定ができなくなる[2]。そこで我々は NO対の赤外吸収を探索してきた[3]。 

実験 試料はNCZ結晶を色々な温度で熱処理した。NO関連吸収は NN関連吸収と近い波

数にあって隠れている可能性があるためNN吸収をLorentz関数をフィットして消去した。

同時に酸素関連吸収も電子協規格にあるように消去した。その結果見つかったいくつかの

吸収の熱処理温度依存性などを調べ、計算値[4]やNN吸収や STDの遠赤外吸収の挙動と比

較し窒素濃度依存性を調べ起源を解明した。 

結果と考察 すでに 855, 973, 1002cm-1吸収を見出し 1002cm-1吸収をNOO2に同定してい

る[4]。また 736, 1064cm-1吸収が報告され 855cm-1吸収は ONOに同定されている[5]。今

回新たに 769, 946, 1022cm-1などの吸収を見出した。いずれも NN関連や酸素関連の吸収

のピークから数 cm-1以内でそれらを消去することにより初めて見つかったものである。そ

れらを温度依存性などから表のように分類した。4種のNO対に対する吸収が同定できたの

で、それらの和によりNN対を作らない低濃度結晶における NO対の全濃度を見積もるこ

とが可能となった。NN対関連吸収の重み付き和とNO対関連吸収の和の温度依存性は一定

に近く、それぞれの総和をほぼ求められていると考えられる。 

Defect    LVM (cm-1)   Defect  LVM (cm-1) Calc. (cm-1) Label FIR(cm-1) 

NN 766, 963  NO     769, 946  794, 915  N-O-5 250 

NNO 801, 996, 1027  NOO 736, 1022 838, 915, 1025 

NNO2   810, 1018 NOO2 973, 1002   N-O-2 237 

   ONO 855, 1064 856, 1084 N-O-3 240 
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